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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース／エミッタ層が第１の伝導型の半導体材料のチャンネル層、あるいは前記第１の
伝導型と異なる第２の伝導型の半導体材料のベース層の上にあり、前記チャンネルあるい
はベース層が前記第１の伝導型の半導体材料のドリフト層上にあってかつ前記ドリフト層
が半導体基板層上にある、前記第１の伝導型の半導体材料の前記ソース／エミッタ層上面
にマスクを蒸着、
　前記マスクの開口部から前記ソース／エミッタ層および下層のチャンネルあるいはベー
ス層を選択エッチングして底面と側壁を有するエッチングされた特徴体を１つあるいはそ
れ以上形成、
　前記マスクがマスクされた前記ソース／エミッタ層の前記上面での成長を妨げながら、
前記マスクの開口部から前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上に前記第
２の伝導型の半導体材料をエピタキシャル成長させてゲート領域／ベースコンタクト領域
を形成、
　続いて前記のエッチングされた特徴体に平坦化材料を充填、
　前記ゲート／ベースコンタクト領域がもはや前記ソース／エミッタ層と接触しなくなる
まで前記ゲート／ベースコンタクト領域をエッチング、および
　前記ゲート領域／ベースコンタクト領域をエッチングした後に残るマスクおよび平坦化
材料を除去することを含む、半導体デバイスを製造する方法。
【請求項２】
　前記マスクが再成長マスク層上に蒸着されたエッチングマスク層を含みかつ前記再成長
マスク層が前記ソース／エミッタ層の前記上面にあり、前記方法が前記マスクの前記開口
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部より前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上に前記第２の伝導型の半導
体材料をエピタキシャル成長させる前に前記エッチングマスク層を除去すると同時に前記
ソース／エミッタ層の前記上面の前記再成長マスク層を除去することをさらに含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　続いて前記のエッチングされた特徴体に平坦化材料を充填する前に、
　前記ドライエッチングマスク材料を前記ソース／エミッタ層の前記上面および前記のエ
ッチングされた特徴体の底面に異方性蒸着し、
　前記ドライエッチングマスク材料をエッチングして前記ソース／エミッタ層の上面に隣
接する前記のエッチングされた特徴体の前記側壁上のゲート層／ベースコンタクト層を露
出させることをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記のマスクの前記開口部から前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上
に前記の第２の伝導型の半導体材料をエピタキシャル成長させることが第１のドーピング
濃度を有する前記第２の伝導型の半導体材料をエピタキシャル成長させた後に第２のドー
ピング濃度を有する前記第２の伝導型の半導体材料をエピタキシャル成長させることを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　マスクを蒸着することが前記ソース／エミッタ層の前記上面に再成長マスキング材料の
層を蒸着し、前記再成長マスキング材料の層の上に前記エッチングマスク層をパターニン
グしさらに前記エッチングマスク層の開口部から前記再成長マスキング材料の層をエッチ
ングすることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ソース／エミッタ層および下層の前記チャンネルあるいはベース層を選択エッチン
グすることが前記チャンネルあるいはベース層をエッチングして下層のドリフト層を露出
させることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ソース／エミッタ層および下層の前記チャンネルあるいはベース層を選択エッチン
グすることが前記チャンネルあるいはベース層および前記下層のドリフト層をエッチング
することをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記のエッチングされた特徴体に前記フォトレジストである平坦化材料を充填すること
が：
　前記デバイスの前記エッチングされた表面上で平坦化材料をスピンコーティングし、
　前記デバイス上で前記フォトレジストを焼き固め、さらに
　前記フォトレジストを選択エッチングすることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記のエッチングされた特徴体に平坦化材料を充填することが：
　前記平坦化材料を前記デバイスの前記のエッチングされた表面上にコーティングし、さ
らに
　前記のコーティングした平坦化材料を選択エッチングすることを含む、請求１に記載の
方法。
【請求項１０】
　再成長マスク層および平坦化材料を除去した後のある時点で露出したソース／エミッタ
層上にコンタクトを形成し、露出したゲート層／ベースコンタクト層にコンタクトを形成
しかつドリフト層の対側の基板層にコンタクトを形成することをさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項１１】
　ソース／エミッタ層が第１の伝導型の半導体材料のチャンネル層、あるいは前記第１の
伝導型と異なる第２の伝導型の半導体材料のベース層の上にあり、前記チャンネルあるい
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はベース層が前記第１の伝導型の半導体材料のドリフト層上にあってかつ前記ドリフト層
が半導体基板層上にある、前記第１の伝導型の半導体材料の前記ソース／エミッタ層の上
面にエッチングマスクを蒸着、
　前記エッチングマスクの開口部から前記ソース／エミッタ層および下層のチャンネルあ
るいはベース層を選択エッチングして底面と側壁を有するエッチングされた特徴体を１つ
あるいはそれ以上形成、
　前記エッチングマスクを除去して前記ソース／エミッタ層の前記上面を露出、
　前記第２の伝導型の半導体材料のゲート層／ベースコンタクト層を前記ソース／エミッ
タ層の前記上面および前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上でエピタキ
シャル成長、
　続いて前記のエッチングされた特徴体に第１の平坦化材料を充填、
　前記ソース／エミッタ層の前記上面の前記ゲート層／ベースコンタクト層をエッチング
して下層のソース／エミッタ層を露出、
　前記ゲート層／ベースコンタクト層をエッチングした後に残った第１の平坦化材料を除
去、
　ドライエッチングマスク材料を前記ソース／エミッタ層の前記上面および前記のエッチ
ングされた特徴体の底面に異方性蒸着、
　前記ドライエッチングマスク材料をエッチングして前記ソース／エミッタ層の前記上面
に隣接する前記のエッチングされた特徴体の前記側壁上のゲート層／ベースコンタクト層
を露出、
　前記のエッチングされた特徴体の前記側壁の前記ソース／エミッタ層に隣接する前記ゲ
ート層／ベースコンタクト層が露出するよう前記のエッチングされた特徴体に第２の平坦
化材料を充填、
　前記のエッチングされた特徴体の前記側壁上の前記ソース／エミッタ層に隣接する露出
したゲート層／ベースコンタクト層をエッチングして前記のエッチングされた特徴体に残
った前記ゲート層／ベースコンタクト層がもはや前記ソース／エミッタ層と接触しなくな
るまで下層のソースエミッタ層を露出、および
　前記のエッチングされた特徴体の前記側壁上の露出したゲート層／ベースコンタクト層
をエッチングした後に残る第２の平坦化材料を除去することを含む、半導体デバイスを製
造する方法。
【請求項１２】
　チャンネルあるいはベース層が第１の伝導型の半導体材料のドリフト層上にあってかつ
前記ドリフト層が半導体基板層上にある、前記第１の伝導型の半導体材料の前記チャンネ
ル層あるいは前記第１の伝導型と異なる第２の伝導型の半導体材料の前記ベース層の上面
にエッチングマスクを蒸着、
　前記マスクの開口部から前記チャンネルあるいはベース層を選択エッチングして底面と
側壁を有するエッチングされた特徴体を１つあるいはそれ以上形成、
　前記エッチングマスクを除去して前記チャンネルあるいはベース層の前記上面を露出、
　前記第２の伝導型の半導体材料のゲート層／ベースコンタクト層を前記チャンネルある
いはベース層の上面および前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上でエピ
タキシャル成長、
　続いて前記のエッチングされた特徴体に第１の平坦化材料を充填、
　ゲート層／ベースコンタクト層が前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁
に残るよう前記チャンネルあるいはベース層の前記上面の前記ゲート層／ベースコンタク
ト層をエッチング、
　前記ゲート層／ベースコンタクト層をエッチングした後に残った第１の平坦化材料を除
去、
　前記チャンネルあるいはベース層の前記上面および前記のエッチングされた特徴体の前
記底面および側壁上の前記ゲート層／ベースコンタクト層上に再成長マスク層を蒸着、
　続いて前記のエッチングされた特徴体に第２の平坦化材料を充填、
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　前記再成長マスク層が前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上の前記ゲ
ート層／ベースコンタクト層上に残りながら、前記チャンネルあるいはベース層の前記上
面の前記再成長マスク層をエッチングして下層のチャンネルあるいはベース層を露出、
　前記再成長マスク層をエッチングした後に残る第２の平坦化材料を除去、
　前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上の前記ゲート層／ベースコンタ
クト層上に残った前記再成長マスク層が前記第１の伝導型の半導体材料の第１の層の成長
を阻害しながら、前記第１の伝導型の半導体材料の前記第１の層を前記チャンネルあるい
はベース層の前記上面でエピタキシャル成長、
　前記エッチングされた特徴体の前記底面および側壁上の前記ゲート層／ベースコンタク
ト層上に残った前記再成長マスク層が前記第１の伝導型の半導体材料の前記第２の層の成
長を阻害する、前記第１の伝導型の半導体材料の前記第１の層上で前記第１の伝導型の半
導体の前記第２の層をエピタキシー成長、および
　残った再成長マスク層を除去することを含む、半導体デバイスを製造する方法。
【請求項１３】
　ソース／エミッタ層が第１の伝導型の半導体材料のチャンネル層、あるいは前記第１の
伝導型と異なる第２の伝導型の半導体材料のベース層の上にあり、前記チャンネルあるい
はベース層が前記第１の伝導型の半導体材料のドリフト層上にあってかつ前記ドリフト層
が半導体基板層上にある、前記第１の伝導型の半導体材料の前記ソース／エミッタ層の上
面にエッチングマスクを蒸着、
　前記エッチングマスクの開口部から前記ソース／エミッタ層および下層のチャンネルあ
るいはベース層を選択エッチングして底面と側壁を有するエッチングされた特徴体を１つ
あるいはそれ以上形成、
　前記エッチングマスクを除去して前記ソース／エミッタ層の前記上面を露出、
　前記第２の伝導型の半導体材料のゲート層／ベースコンタクト層を前記ソース／エミッ
タ層の前記上面および前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上でエピタキ
シャル成長、
　続いて前記のエッチングされた特徴体に平坦化材料を充填、
　ゲート層／ベースコンタクト層が前記のエッチングされた特徴体の前記底面および前記
のエッチングされた特徴体の前記側壁に前記のチャンネル層あるいはベース層と接触して
残りながら、前記ゲート層／ベースコンタクト層がもはや前記ソース／エミッタ層と接触
しなくなるまで前記ソース／エミッタ層の前記上面および前記ソース／エミッタ層に接触
する前記のエッチングされた特徴体の前記側壁上の前記ゲート層／ベースコンタクト層を
エッチング、および
　前記ゲート層／ベースコンタクト層をエッチングした後に残る平坦化材料を除去するこ
とを含む、半導体デバイスを製造する方法。
【請求項１４】
　ソース／エミッタ層が第１の伝導型の半導体材料のチャンネル層、あるいは前記第１の
伝導型と異なる第２の伝導型の半導体材料のベース層上にあり、前記チャンネルあるいは
ベース層が前記第１の伝導型の半導体材料のドリフト層上にあってかつ前記ドリフト層が
半導体基板層上にある、前記第１の伝導型の半導体材料の前記ソース／エミッタ層上面に
エッチング／再成長マスクを蒸着、
　前記マスクの開口部より前記ソース／エミッタ層および下層のチャンネルあるいはベー
ス層を選択エッチングして底面と側壁を有するエッチングされた特徴体を１つあるいはそ
れ以上形成、
　前記マスクが前記のマスクされた前記ソース／エミッタ層上面での成長を妨げながら、
前記マスク開口部から前記のエッチングされた特徴体の前記底面および側壁上に前記第２
の伝導型の半導体材料をエピタキシャル成長させてゲート領域／ベースコンタクト領域を
形成、
　前記マスクを除去して前記ソース／エミッタ層の前記上面を露出させてもよく、
　ドライエッチングマスク材料を前記のエッチングされた特徴体の底面および前記ソース
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／エミッタ層の前記上面あるいは前記マスク上のいずれかに蒸着、
　前記ドライエッチングマスク材料をエッチングして前記のエッチングされた特徴体の前
記側壁上の前記ゲート領域／ベースコンタクト領域の上部を露出、
　前記のエッチングされた特徴体の前記側壁上の前記ゲート領域／ベースコンタクト領域
の前記上部が露出したままとなるよう、前記のエッチングされた特徴体に平坦化材料を充
填、
　前記のエッチングされた特徴体の前記側壁上の前記ソース／エミッタ層に隣接する露出
したゲート層／ベースコンタクト層をエッチングして前記のエッチングされた特徴体に残
った前記ゲート層／ベースコンタクト層がもはや前記ソース／エミッタ層と接触しなくな
るまで下層のソースエミッタ層を露出、および
　前記のエッチングされた特徴体の前記側壁上で露出したゲート層／ベースコンタクト層
をエッチングした後に残るエッチング／再成長マスクおよび平坦化材料を除去することを
含む、半導体デバイスを製造する方法。
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